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2012 年に発見された BiS2系層状化合物超伝導体は[1]、銅酸化物系や鉄系などの高温超伝導体と結晶構

造が類似しており、超伝導発現機構の解明にむけた研究が精力的に行われている。最近の理論研究およ

び実験研究では、常圧相（正方晶構造）の BiS2 系超伝導体における非従来型機構の可能性が示されてい

る。一方で、BiS2系において最も高い超伝導転移温度(Tc)を示す高圧相（単斜晶構造）の超伝導機構は未

解明であり、その発現機構の解明がさらなる発展のために求められている。 

 本研究は、BiS2系超伝導体の超伝導機構解明を目的とし、硫黄同位体試薬を用いて(Sr,La)FBiS2多結晶

試料を合成し、高圧相（単斜晶構造）の同位体効果の検証を行った。高圧下磁化測定用の圧力セルを用い

て、圧力下の磁化を測定し、Tc の精密な見積もりを行った。その結果、同位体の違いにより高圧相の Tc

が変化することを明らかにした（図１）。同位体の質量と Tcとの関係から見積もった α の値は約 0.54 と

BCS 理論から見積もられる値(α = 0.5)と近い結果が得られ、高圧相の超伝導発現には格子振動が強く影響

していることが示唆され、従来型の超伝導発現機構である可能性を示した。一方で、常圧相では非従来型

機構の可能性が示されていることから[2,3]、本研究の結果は、結晶構造対称性の変化により超伝導発現機

構がスイッチングすることを示唆している（図２）。本講演では、化学的・物理的圧力効果による超伝導

特性への影響に関する内容[4]とあわせて高圧相の同位体効果[5]について発表を行う。 

 

 

図 1 (左)硫黄同位体を用いた試料の高圧下磁化率の温度依存性、超伝導機構と結晶構造との相関関係 
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